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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Двопараметричний резистивно-ємнісний ге-

нераторний датчик, що містить транзисторну схе-
му, три резистори, три конденсатори, загальну 
шину та шину живлення, перший та другий пер-
винні вимірювальні перетворювачі імітансу, при-
чому до затвора транзистора приєднаний перший 
вивід першого резистора, другий вивід якого з'єд-
наний з шиною живлення, який відрізняється тим, 

що в нього введено дросель та другу загальну 
шину, причому як первинні вимірювальні перетво-
рювачі імітансу використані відповідно ємнісний та 

резистивний первинні вимірювальні перетворювачі 
імітансу, а як транзистор використаний польовий 
транзистор, затвор якого з'єднаний з першим ви-
водом першого ємнісного первинного вимірюваль-
ного перетворювача імітансу, другий вивід якого 
з'єднаний з другим виводом третього резистора, 
другим виводом другого конденсатора, перший 
вивід якого приєднаний до другого виводу третьо-
го резистора, та другим виводом другого резисти-
вного первинного вимірювального перетворювача 
імітансу, перший вивід якого з'єднаний зі стоком 
польового транзистора, витік якого з'єднаний з 
першим виводом дроселя, другий вивід якого при-
єднаний до першого виводу другого резистора, 
другий вивід якого з'єднаний з шиною живлення, 
витік польового транзистора прикріплений до 
першого виводу третього конденсатора та першо-
го виводу першого конденсатора, другий вивід 
якого з'єднаний з другою загальною шиною. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до контрольно-
вимірювальної техніки, в тому числі до перетво-
рювачів неелектричних вимірювальних параметрів 
в електричні. 

Відомий трансформаторний перетворювач, 
який містить магнітопровід з робочою частиною у 
вигляді двох паралельних смуг, обмотки збуджен-
ня та рухомої обмотки, у повітряному зазорі якого 
знаходиться котушка індуктивності. Дана схема 
використовується в плечах моста двох фотоприй-
мачів, які забезпечують передачу вихідного сигна-
лу на великі відстані [Электрические измерения 
неэлектрических величин/ Турчинин А.М., Новиц-
кий П.В., Левшина Е.С, Гутников С.А., Спектор 
С.А., Зограф И.А., Аршанский Б.Э., Кнорринг В.Г., 
Пресняков П.Д. - Ленинградское отделение: Энер-
гия, 1975. - С. 314]. 

Недоліком пристрою є вузькі функціональні 
можливості, за рахунок неможливості передавання 
вихідного сигналу на невеликі відстані. 

Найбільш близьким технологічним рішенням є 
схема побутового датчика солоності води, що 
складається з чотирьох паралельно з'єднаних 

транзисторних схем, послідовно до першої та па-
ралельно до другої ввімкнено перший резистор, 
з'єднаний з загальною шиною, паралельно до 
першого та другого транзисторів підключені пер-
ший та другий конденсатори, паралельно до дру-
гого конденсатора приєднані перший та другий 
первинні вимірювальні перетворювачі імітансу, 
послідовно до другого включений третій конденса-
тор та третій транзистор, паралельно якому ввімк-
нено другий, третій та четвертий резистори, та 
послідовно приєднаний п'ятий резистор, парале-
льно до п'ятого резистора прикріплений шостий 
резистор та четвертий конденсатор, паралельно 
до третього транзистора ввімкнений четвертий 
транзистор, до емітера якого послідовно включе-
ний сьомий резистор та паралельно включений 
п'ятий конденсатор, послідовно до п'ятого конден-
сатора ввімкнений перший діод, паралельно до 
якого приєднаний другий діод та восьмий резис-
тор, послідовно до першого діода приєднаний де-
в'ятий резистор з підстроювальним опором, пара-
лельно до восьмого резистора приєднаний шостий 
конденсатор. Дана схема володіє на частоті гене-
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рації від'ємним опором індуктивного характеру 
[Аналоги негатронов в электронных устройствах / 
Негоденко О. Н. - Таганрог: ТРТУ, 2004. - С. 89]. 

Недоліком такого датчика є складність конс-
трукції та вузькі функціональні можливості. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення двопараметричного резистивно-
ємнісного генераторного датчику, в якому за раху-
нок введення нових елементів та зв'язків відбува-
ється трансформація імітансу ємнісного характеру 
першого та резистивного характеру другого пер-
винних вимірювальних перетворювачів імітансу в 
індуктивний імітанс, що спрощує конструкцію та 
розширює функціональні можливості пристрою. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
двопараметричний резистивно-ємнісний генерато-
рний датчик, що містить транзисторну схему, три 
резистори, три конденсатори, загальну шину та 
шину живлення, перший та другий індуктивні пер-
винні вимірювальні перетворювачі імітансу, при-
чому до затвора транзистора приєднаний перший 
вивід першого резистора, другий вивід якого з'єд-
наний з шиною живлення, введено дросель, та 
другу загальну шину, причому як первинні вимірю-
вальні перетворювачі імітансу використані відпові-
дно ємнісний та резистивний первинні вимірюва-
льні перетворювачі імітансу, а як транзистор 
використаний польовий транзистор, затвор якого 
з'єднаний з першим виводом першого ємнісного 
первинного вимірювального перетворювача іміта-
нсу, другий вивід якого з'єднаний з другим виво-
дом третього резистора, другим виводом другого 
конденсатора, перший вивід якого приєднаний до 
другого виводу третього резистора та другим ви-
водом другого резистивного первинного вимірю-
вального перетворювача імітансу, перший вивід 
якого з'єднаний зі стоком польового транзистора, 
витік якого з'єднаний з першим виводом дроселя, 
другий вивід якого приєднаний до першого виводу 
другого резистора, другий вивід якого з'єднаний з 
шиною живлення, витік польового транзистора 
прикріплений до першого виводу третього конден-
сатора та першого вивода першого конденсатора, 
другий вивід якого з'єднаний з другою загальною 
шиною. 

На кресленні наведено схему двопараметрич-
ного резистивно-ємнісного генераторного датчику. 

Пристрій містить польовий транзистор 5, за-
твор якого з'єднано з другим виводом першого 
резистора 1 та першим виводом першого ємнісно-
го первинного вимірювального перетворювача 
імітансу 2, другий вивід якого з'єднаний з другим 
виводом третього резистора 7, другим виводом 
третього конденсатора 11 та першою загальною 
шиною 8, перший вивід першого резистора 1 при-
єднаний до першого виводу другого резистора 3 
та шини живлення 13, другий вивід другого резис-
тора 3 прикріплений до першого виводу дроселя 4, 
другий вивід якого з'єднаний зі стоком польового 
транзистора 5, який прикріплений до першого ви-

воду першого конденсатора 9 та першого виводу 
другого конденсатора 12, другий вивід першого 
конденсатора 9 з'єднаний з другою загальною ши-
ною 10, стік польового транзистора 5 приєднаний 
до першого виводу другого резистивного первин-
ного вимірювального перетворювача імітансу 6, 
другий вивід якого з'єднаний з першим виводом 
третього резистора 7 та першим виводом третього 
конденсатора 11. 

Пристрій працює наступним чином. При подачі 
напруги з шини живлення 13, через схему протікає 
струм. Резистори 1, 3 та 7 обмежують струм, що 
подається відповідно на затвор, витік та стік, за-
безпечуючи при цьому знаходження робочої точки 
польового транзистора 5 в активній області. Дро-
сель 4 пропускає постійний струм та заважає про-
ходженню змінного струму до витоку польового 
транзистора 5. 

Польовий транзистор 5, що використовується 
як двопараметричний узагальнений перетворювач 
імітансу, перетворений імітанс якого між витоком 
та першою загальною шиною 8 залежить від іміта-
нсів ємнісного 2 та резистивного 6 первинних ви-
мірювальних перетворювачів імітансу. Перетво-
рюваний імітанс визначається аналітичним 

виразом 
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твором; nY  - провідність навантаження яка є обе-

рненою величині опору резистивного первинного 
вимірювального перетворювача 6. 
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22y,21y,12y,11y  - параметри матриці провід-

ності двопараметричного УГП. 
Польовий транзистор 5 працює в режимі бага-

топараметричного конвертора імітансу та перет-
ворює опір ємнісного 2 та резистивного 6 первин-
них вимірювальних перетворювачів в індуктивний 
опір з від'ємною індуктивною складовою. Вихідна 
індуктивність резонує з додатково включеним пе-
ршим конденсатором 9, забезпечуючи баланс фаз. 
Третій конденсатор 11 виконує функцію закорочу-
вання ємності, а конденсатор 12 - розділової єм-
ності. Від'ємний активний вихідний опір компенсує 
активні втрати та забезпечує баланс амплітуд, що 
призводить до генерації схеми на частоті 

2СвихL2

1
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одночасно змінюється від збурювання F. 
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